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した。更に n-Si/BN 構成の窒化ホウ素薄膜の電子放出特性ついては n-Si 伝導帯の電子が Fermi 準位付近に存在




現し、 2.5V/μm の電界で 1 mA/cm2電子放出電流を得た。
以上のように本論文は、高精細低消費電力フィールドエミッションディスプレイの実現に必要な低闘値電界をもち
低い電界で高電流密度を有する冷陰極素子用ワイドギャップ半導体の合成と新構造の提案・開発に関するもので次世
代フィールドエミッションディスプレイその他の応用に寄与するところが大き L、。よって本論文は博士論文として価
値あるものと認める。
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